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摘要(译)

一种制造有源矩阵衬底的方法，该方法能够由于图案化工艺的数量减少
和图案化工艺期间颗粒的低产生而提高生产率。该方法包括在基板上形
成图案化电极，并用绝缘膜覆盖第一电极。然后，通过将形成在半导体
晶片表面上的第一层附着到绝缘膜上，并剥离半导体晶片的一部分，在
绝缘膜上形成单晶半导体层。然后，部分地通过利用图案化电极作为用
于从衬底下侧照射的光的光掩模来图案化和掺杂半导体层。这导致部分
用于薄膜晶体管的单晶有源层，然后将其配置成形成有源矩阵衬底的像
素。
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